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【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子デバイスにおいて使用するためのドープされた半導体輸送層を製造する方法であっ
て、
(a)コロイド溶液においてインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子を成長させ;
(b)該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子を表面に付着させ;および
(c)該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子の表面から有機配位子がボイルオフす
るように、該付着したインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子をアニーリングするこ
と、
を含んでなる、方法。
【請求項２】
　電子デバイスにおいて使用するためのドープされた半導体輸送層を製造する方法であっ
て、
(a)コロイド溶液においてインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子を成長させ;
(b)配位子交換を行って、該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子の表面を、沸点
が２００℃未満である有機配位子でカバーし;
(c)該配位子交換されたインサイチュでドープされたナノ粒子および有機溶媒を含む分散
体を製造し;
(d)該分散体をコーティングして、インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子層を形成
し;および
(e) 該インサイチュでドープされた半導体ナノ粒子の表面から該交換された有機配位子が
ボイルオフするように、該付着したインサイチュでドープされた半導体ナノ粒子層をアニ
ーリングすること、
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を含んでなる、方法。
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